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	2.1 表面声波简介
	表面声波（SAW: Surface Acoustic Wave）组件因具有体积小、特性佳以及可靠度高等特性，已陸续广泛的
	2.3 表面声波组件应用范围
	表2.1则为SAW组件的主要应用范围，包括行动电话、呼叫器、无线电话、卫星通讯系统、电视机之转频器及调谐器等各种产品。
	SAW 濾波器依其运作原理之不同，一般可区分为兩大類：transversal SAW濾波器及 resonator SAW
	至于SAW组件的产品制作主要可分为二大部份，包括组件电路仿真设计与半导体组件制作程序（如图5所示）。规格确定后,设计对指
	上述之对指型换能器之图形转换成光罩图形板(Mask)后,接着进行组件制程。通常SAW组件使用光罩的數目几乎都控制在三道以
	由于微影线宽与其精准度与曝光机台、制作成本有极大的关系，因此首先必需确认产品设计对线宽及其均匀性的要求，俾能选择最适当的

	在行动通讯产品之应用而言，由于设计之不同及使用系统之差益，平均每一手机需使用之表面声波组件如表2.3所示。

